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Diese Erfindung bezieht sich auf eine integrierte Briickenein- 
richtung, die Ubertragungsleistungsverluste optimiert. 

Wenn ein elektrisches Signal von einem Wechsel- zu einem 
Gleichstrom gewandelt wird, wird im allgemeinen eine Graetz- 
Briickengleichrichterschaltung benutzt, die aus zwei Armen oder 
Halbbrucken besteht, von denen jede zwei diodengeschaltete 
Transistoren in Reihe aufweist. Beispiele von Graetz-Brxicken- 
gleichrichterschaltungen sind in der DE 34 00 973 A gezeigt. 

Eine von moglichen Anwendungen dieser Schaltung dient zum Bei- 
spiel zum Herstellen einer Verbindung zwischen den Elektronik- 
schaltungen eines Telef onapparates eines Teilnehmers und einer 
Telef onleitung von zwei Drahten. 

Obwohl diese Schaltung im allgemeinen benutzt wird f ist es bis 
jetzt nicht moglich gewesen, sie auf einer einzelnen Silizium- 
platte mit verniinftigen Wandelef f ektivitaten unter Benutzung 
traditiorieller Integrationstechnologie zu konstruieren. Wenn 
sie in der Form einer integrierten Schaltung konstruiert ist, 
werden parasitare Transistoren, die betrachtliche Leistungs- 
verluste verursachen, zwischen den zwei Armen der Briicke 
gebildet . 

Die JP 59-149046 A of fenbart einen Aufbau zum Verhindern des 
Einstellens eines parasitaren Tyristors durch Benutzung einer 
geeigneten Vorspannung. 
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Die Aufgabe dieser Erf inching ist es , eine Graetz-Briickenein- 
richtung vorzusehen, die monolithisch auf einer einzelnen 
Platte eines Halbleitermateriales integriert ist, die mit ho- 
hen Stromen betrieben wird, die robust ist und eine hohe Wan- 
delef fektivitat aufweist. 

Gemap der Erfindung wird diese Aufgabe gelost durch einen in- 
tegrierten Briickeneinrichtungsauf bau, wie er in Anspruch 1 an- 
gegeben ist . 

Zwischen den erwahnten P-, P + -Bereichen gibt es ebenfalls be- 
vorzugte zweite Bereiche des P- bzw. P + -Types zura Wiedergewin- 
nen verbleibender Stromverluste der parasitaren Transistoren. 

Auf diese Weise wird die Wirkung der parasitaren Transistoren, 
die zwischen den P-, P + -Bereichen des ersten und zweiten Arines 
der Briicke gebildet sind/ durch den Effekt der integrierten 
monolithischen Konstruktion verringert . Insbesondere gibt es 
eine Verringerung der Verlustleistung und eine Verringerung 
des Spannungsabf alles liber die Diodentransistoren, die die 
beiden Arme der Briicke bilden. 

Die Merkmale dieser Erfindung werden klarer aus einer prakti- 
schen Ausf uhrungsf orinm, die als Mittel eines nichtbeschranken- 
den Beispieles in den beigefugten Zeichnungen dargestellt ist f 
in denen: 

Fig. 1 eine integrierte bipolare Ausf uhrungsf orm einer 
Graetz-Briickeneinrichtung nach dem Stand der Technik 
zeigt, 

Fig. 2 das Ersatzschaltbild der bipolaren Konstruktion von 
Figur 1 zeigt, 

Fig. 3 eine integrierte bipolare Ausfuhrung der Graetz- 
Briickeneinrichtung gema(3 der Erfindung zeigt, 



Fig. 4 eine andere integrierte Ausf iihrungsf orm der Einrich- 
tung gema/3 der Erf indung als Alternative zu der von 
Figur 3 zeigt, 

Fig* 5 eine gemischte bipolare integrierte MOS-Ausf iihrungs- 
' form der Einrichtung gemap der Erf indung zeigt, 

Fig. 6 das Aquivalentschaltbild der gemischten bipolaren 
MOS-Konstruktion von Fig. 5 zeigt. 

Es wird Bezug. genommeri auf Figur 1, diese stellt eine inte- 
grierte bipolare Ausf iihrungsf orm einer Graetz-Brlickengleich- 
richterschaltung nachdem Stand der Technik dar, mit einera N + - 
Typ-Substrat 3, das einen Ausgangsanschlu/S Kl fur ein positi- 
ves Potential bildet, einer N~-Typ-Epitaxieschicht 4, einer N- 
Typ-Oberf lachenepiedaxieschicht 19 und fur jeden der zwei Arme 
1, 2 der Briicke einen P-Typ-Bereich 5, 6, die in den Epitaxie- 
schichten 4, 19 gebildet sind. Innerhalb der Bereiche 5, 6 
gibt es Bereiche 7 , 8 vom N-Typ, die entsprechend (auf eine 
Weise, die nicht gezeigt ist) mit den Bereichen 5, 6 und P- 
Typ-Bereichen 9/ 10 innerhalb von denen kurzgeschlossen sind. 

Der Bereich 9 stellt den Emitter eines ersten Transistors Til 
des Armes 1 als auch die Anode einer Aquivalentdiode dar, die 
durch Til durch den Effekt der Kurzschlu/ibereiche 5 und 7 ge- 
bildet ist, die den Kollektor und die Basis des Transistors 
Til bilden und daher die Kathode der oben erwahnten Aquiva- 
lentdiode. 

Der Bereich 5 zeigt auch die Basis eines zweiten Transistors 
T12 des Armes 1 zusammen mit der Anode einer Aquivalentdiode, 
die aus dem T12 durch die Wirkung der KurzschlufJbereiche 5 und 
7 aufgebaut ist, die die Basis und den Emitter des Transistors 
T12 bilden. Der Kollektor des Transistors T12 und daher die 
Kathode der obengenannten Aquivalentdiode wird durch die Be- 
reiche 3, 4 gebildet. 



Der Bereich 10 stellt den Emitter eines ersten Transistors T21 
des Amies 2 als auch die Anode einer Aquivalentdiode dar, die 
aus dem T21 durch die Wirkung der Kurzschlu(3bereiche 6 und 8 
aufgebaut ist, die den Kollektor und die Basis des Transistors 
T21 und; damit die Kathode der erwahnten. Aquivalentdiode bil- 
den. 

Der Bereich 6 stellt auch die Basis eines zweiten Transistors 
T22 des Armes 2 als auch die Anode einer Aquivalentdiode dar, 
die aus T22 durch die Wirkung der KurzschlufJbereiche 6 und 8 
gebildet ist, die die Basis und den Emitter des Transistors 
T22 bilden. Der Kollektor des Transistors T22 und daher die 
Kathode der erwahnten Aquivalentdiode wird durch die Bereiche 
3, 4 gebildet. 

Die elektrische Aquivalentschaltung des integrierten Aufbaus 
von Figur 1 ist in Figur 2 gezeigt und weist zwei Arme oder 
Halbbriicken 1, 2 auf, die jeweils aus einem ersten und einem 
zweiten Transistor Til und T12 fur den Arm 1 und T21 und T22 
fur den Arm 2 bestehen. Die Transistoren Til, T21 des ersten 
Armes 1 bzw. zweiten Armes 2 sind Diodengeschaltete bipolare 
PNP-Typ-Transistoren, d,h. Transistoren, deren Basis und Kol- 
lektor mittels entsprechender Widerstande R3, R4 verbunden 
sind, die dem integrierten Aufbau von Figur 1 eigen sind. Die 
Emitter der Transistoren Til, T21 sind beide mit einem Aus- 
gangsanschluft Al fur ein negatives Potential verbunden, und 
die Kollektoren sind an Schaltungsknoten Nl, N2 , mit den Emit- 
tern T12, T22 des ersten bzw. zweiten Armes verbunden. Die 
letzteren sind diodengeschaltete bipolare NPN-Typ-Transisto- 
ren, d.h. Transistoren, deren Basis und Emitter miteinander 
durch entsprechende Widerstande Rl, R2 verbunden sind, die dem 
integrierten Aufbau von Figur 1 eigen sind. Die Kollektoren 
der zweiten Transistoren T12, T22 sind mit einem Ausgangsan- 
schluP Kl fur ein positives Potential verbunden. 



Bei der Aiisf iihrungsf orm der Briickeneinrichtung in der Form ei- 
ner monolithischen integrierten Schaltung wie in Figur 1 wer- 
den parasitare Transistoren TPla, TPlb und zweite parasitare 
Transistoren TP12, TP22 gebildet. 

Die ersten parasitaren Transistoren TPla, TPlb sind seitliche 
bipolare PNP-Typ-Transistoren, die zweiten parasitaren Transi- 
storen TP12, TP2 2 sind vertikale bipolare PNP-Typ-Transisto- 
ren. 

Die Basen der Transistoren TPla, TPlb sind entsprechend durch 
die Epitaxieschicht 4 und den Bereich 19 gebildet, der zwi- 
schen den Bereichen 5 und 6 angeordnet ist, der Emitter des 
Transistors TPla und der Kollektor des Transistors TPlb sind 
in dem Bereich 5 gebildet. Der Kollektor des Transistors TPla 
und der Emitter des Transistors TPlb sind in dem Bereich 6 ge- 
bildet. Die Basen der zweiten parasitaren Transistoren TP12, 
TP22 sind in den Bereichen 7 bzw. 8 gebildet, die Emitter in 
den Bereichen 9, 10 und die Kollektoren in den Bereichen 5, 6. 

Es wird nun zu dem Schaltbild von Figur 2 zuriickgekehrt . Die 
parasitaren Transistoren TPla, TPlb sind so: dargestellt, dap 
ihre Basen miteinander und mit dem AusgangsanschlufS Kl fur das 
positive Potential verbunden sind. 

Der Kollektor des parasitaren Transistors TPla ist mit dem 
Emitter des parasitaren Transistors TPlb und der Basis des 
Transistors T12 des Armes 1 verbunden. 

Der Emitter des parasitaren Transistors TPla ist mit dem Kol- 
lektor des parasitaren Transistors TPlb und der Basis des 
Transistors T22 des Armes 2 verbunden. 

Die Emitter der parasitaren Transistoren TP12 bzw. TP22 sind 
mit dem Ausgangsanschlufi Al fur das negative Potential verbun- 
den, ihre entsprechenden Kollektoren sind mit den Basen der 
Transistoren T12, T22 verbunden, ihre Basen sind mit Zwischen- 
knoten Nl, N2 zwischen den Kollektoren und den Emittern der 



Transistoren . Til und TI2, T21 bzw. T22 und mit Wechsel- 
stromeingangen A3, A4 verbunden. 

Wahrend die diodengeschalteten Transistoren T12, T21 leit nd 
sind (VA3, Spannung am Anschlup A3, viel grower als VA4, 
Spannung am Anschlu/3 A4 ) sind die Hauptf aktoren f die fur Uber- 
tragungsverluste verantwortlich sind, parasitare Komponenten 
TP lb, die bewirkt, da£ der Strom von dem Eingangsgenerator 
wieder zuriickgef iihrt wird, und TP2 2, die bewirkt, da(3 der 
Transistor T22 aktiviert wird, wodurch der zur Verfiigung 
stehende Ausgangsstrom • verringert wird. 

Wenn das Versorgungspotential umgekehrt wird (d.h. wenn VA4 
viel groper als VA3 ist), tritt eine Situation ahnlich zu der 
obigeh auf, bei der die parasitaren Komponenten TPla und TP12 
entsprechend aktiviert werden. 

Zum Uberwinden dieser Nachteile weist die integrierte Ausfiih- 
rungs form der Einrichtung gemafJ der Erfindung, die in Figur 3 
dargestellt ist, zusatzlich zu den bereits unter Bezugnahme 
auf Figur 1 beschriebenen Bereichen innerhalb der Epitaxie- 
schichten 19 und 4 zwischen den Bereichen 5 und 6 und entspre- 
chenden vertikalen Flanken 45, 46 erste N ++ -Bereiche 11, 12 
zum Minimieren des Stromgewinnes der ersten parasitaren Tran- 
sistoren TPla, TPlb und zweite P- und P + -Bereiche 13, 14, die 
die verbleibenden Verluststrome von den parasitaren Transisto- 
ren TPla, TPlb wiedergewinnen und diese an den Ausgang Kl ho- 
heren Potentiales eingeben, auf. 

Innerhalb des Bereiches 7 gibt es P-Typ-Bereiche 15 und N + - 
Typ-Bereiche 16. 

Innerhalb des Bereiches 8 gibt es P-Typ-Bereiche 17 und N + - 
Typ-Bereiche 18. Der Bereich 15 ist in der Lage, den Strom zu 
verringern, der zu dem Bereich 5, 45 flieJJt, der mit der Basis 
des Transistors T12 und der Anode der durch T12 vorgesehenen 
Aquivalentdiode iibereinstimmt , so dafi der Seiteneffekt des pa- 
rasitaren Transistors T12 minimiert wird. 



Der Bereich 17 ist in der Lage, den Strom zu verringern, der 
zu dem Bereich 6, 46 flieflt, der mit der Basis des Transistors 
T22 und auch mit der Anode des durch T21 vorgesehenen Aquiva- 
lentdiode iibereinstimmt , so da(J der Seiteneffekt des parasita- 
ren Transistors TP22 minimiert wird. 

Der vertikale Effekt des parasitaren Transistors TP12 und TP22 
wird verringert durch starkeres Dotieren der Bereiche 5, 6 auf 
solche Weise, dap die parasitaren Widerstande Rl und R2 beein- 
flu£t werden. 

Die Oberflache der Einrichtung ist mit einem Oxid 32 aufierhalb 
der Bereiche bedeckt, die die Metal lverbindungen vorsehen. 

Insbesondere gibt es Metallverbindungen 31, die die Bereiche 
11, 12, 14 mit dem Anschlup Kl fiir das positive Potential ver- 
bindeh, eine Metal lverbindung 33, die alle Bereiche 45, 15, 16 
mit dem Eingang A3 verbindet, eine Metallverbindung 34, die 
alle Bereiche 46, 17, 18 mit dem Eingang A4 verbindet, und Me- 
tallverbindungen 35, 36, die die Bereiche 9, 10 mit dem Aus- 
gangsanschlufr Al fiir das negative Potential verbindet. 

Figur 4 unterscheidet sich von Figur 3 dadurch, da0 sich die 
Bereiche 16, 18 in horizontalen Schichten 20, 21 zu einer 
Tiefe so erstrecken, da(3 die vertikale Komponente des Gewinnes 
der parasitaren Transistoren TP22, TP12 verringert wird. Die 
seitlichen Komponenten der Gewinne werden mittels der Bereiche 
16, 18 verringert. 

Innerhalb der Bereiche 9, 10 gibt es Bereiche 22, 23, die die 
Umwandlungsef f ektivitat der Diodengeschalteten Transistoren 
Til, T21 verbessern. 

Der Bereich 2 2 und die Bereiche .9, 7 und 2 0 bilden die Emit- 
ter-Basis-Kollektorverbindung eines NPN-Typ-Transistors verti- 
kalen Flusses, der die Schaltrate des diodengeschalteten 
Transistors Til erhohen kann. Das gleiche kann von dem Bereich 
23 zusammen mit den Bereichen 10, 8 und 21 in Hinblick auf den 
diodengeschalteten Transistor T21 gesagt werden. 



8 



Die Metallverbindungen 35 , 3 6 verbinden auch die Bereiche 2 2 , 
23 zu dem Anschlup Al fur das negative Potential. 

Figur 5 > zeigt eine gemischte integrierte bipolare MOS-Ausfiih- 
rungsform der Einrichtung gemafj der Erfindung. 

Ihre in Figur 6 dargestellte elektrische Aquivalentschaltung 
unterscheidet sich von der in Figur 2 im wesentlichen dadurch, 
dap MOS-Transistoren Mil, M21 fur vertikalen Stromflup vorhan- 
den sind und ein isolierter Drain die bipolaren Transistoren 
Til, T12 ersetzt. 

Die Transistoren Mil, M22 werden an den Gates direkt und durch 
einen Inverter II einer Steuer- oder Treibereinrichtung Dl un- 
ter Benutzung bekannter Techniken gesteuert zum Bewirken, da/J 
Mil bzw. M21 leiten, wodurch die Differenz VA3-VA4 der Ein- 
gangsspannungen der entsprechenden Ihverterschaltungen gemes- 
sen werden. Die Sources der Transistoren Mil, M22 sind mit dem 
Ausgang Al, die Drains mit den Emittern der Transistoren T12, 
T2 2 verbunden. 

Bei der raonolithischen integrierten Ausf iihrungsf orm in Figur 1 
bilden sich parasitare Transistoren TPla, TPlb, TP12, TP22, 
wie in dem elektrischen Aquivalentschaitbild in Figur 6 ge- 
zeigt ist, und ihre Effekte werden mittels der zuvor beschrie- 
benen Techniken verringert. 

Der Emitter des Transistors TPlb ist mit dem Kollektor des 
Transistors TPla verbunden und durch Eigenwiderstande R5 bzw. 
R6 mit dem Kollektor und der Basis des parasitaren Transistors 
TP12. 

Der Kollektor des Transistors TPlb ist mit dem Emitter des 
Transistors TPla verbunden und durch Eigenwiderstande R7 bzw. 
R8 mit der Basis und dem Kollektor des parasitaren Transistors 
TP22. 



Bei der integrierten Ausf iihrungsf orm bilden sich weiter 
diodengeschaltete bipolare parasitare Transistoren TP13, TP14, 
die zwischen der Source und dem Drain des entsprechenden MOS 
Mil, M21 angeordnet sind. Die Anoden der durch die parasitaren 
Transistoren TP13 # TP 14 gebildeten Aquivalentdioden sind mit 
den Sources der MOS Mil, Ml 2 verbunden, die Kathoden mit den 
Drains dieser MOS. 

Es wird Bezug genommen auf Figur 5- Diese unterscheidet sich 
von Figur 4 durch das Vorhandensein von Bereichen, die denen 
von MOS Mil, M21 und, dem parasitaren Transistoren TP13, TP 14 
entsprechen und durch die Abwesenheit der Bereiche 22, 23. 

Der MOS Mil ist durch N^-Typ-Sourcebereiche 2 4 gebildet, die 
in dem Bereich 9 enthalten sind, der den Korper bildet. 

Der Drain wird durch einen schwach dotierten Bereich 25 und 
einen angereicherten Bereich 20 gebildet. Das Gate ist ein Be- 
reich 27, der in dem Isolator eingebettet ist. Die Gateelek- 
trode wird durch Gl bezeichnet. 

Der MOS M21 ist durch die N + -Typ-Sourcebereiche 2 6 gebildet, 
die in dem Bereich 10 angeordnet sind, der den Korper bildet. 

Der Drain ist durch einen schwach dotierten Bereich 30 und 
einen angereicherten Bereich 21 gebildet. Das Gate ist ein Be- 
reich 28, der in dem Isolator eingebettet ist. Die Gateelek- 
trode ist durch G2 bezeichnet. 

Die Bereiche. 9, 12 stellen die Basis dar, die mit dem Emitter 
und dem Kollektor des parasitaren Transistors TP13 verbunden 
ist . 

Die Bereiche 10, 21 stellen die Basis dar, die mit dem Emitter 
und dem Kollektor des parasitaren Transistors TP14 verbunden 
ist. 

Anstelle der Metal lverbindungen 33, 34, 35, 36 gibt es Metall- 
verbindungen 37 , 38, die alle Bereiche 45, 16 und 46, 18 mit 
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den entsprechenden Eingangen A3, A4 verbinden, und Metallver- 
bindungen 39, 40 , die alle Bereiche 9, 2 4 und 10, 2 6 mit dem 
Anschlu/J Al fur das negative Potential verbinden. 

Bei dieser Schaltung bringt der niedrige Drain-Source-Wider- 
stand, der mit den Transistoren Mil, M21 verkniipft ist, wenn 
diese leiten, eine drastische Verringerung des Spannungsab- 
falles an den Verbindungen der Dioden geschalteten Transisto- 
ren TP13, TP14 mit sich. 

Der Effekt der parasitaren Transistoren TP12, TP22 wird nicht 
in Betracht gezogen, da er drastisch durch den Aufbau, der den 
MOS bildet, verringert ist. 

Das Treiben der Einrichtung ist geeignet zum Vermeiden gleich- 
zeitigen Leitens von Mil und M21 so, da0 der Wandlungsef f ekti- 
vitatsverlust aufgrund von TP12, TP22 in der Anordnung von Fi- 
gur 2 verringert ist, das System bildet somit einen asynchro- 
nen Detektor. 

Die Treiberschaltung Dl benotigt keine weitere Versorgungs- 
spannungen, da die Treiberspannung fur die Gates Gl, G2 klei- 
ner sein kann, als die an dem AnschluP Kl zur Verfugung ste- 
hende . 

Der Aufbau, auf den sich die Erfindung bezieht, kann in alien 
ihren Ausfiihrungskonf igurationen in Mehrphasenschaltungen be- 
nutzt werden, und die Briickenarme konnen von einem Minimum von 
zwei bis N variieren. 

Die maximale wandelbare Leistung und die Gesamtzahl von Ein- 
heitsarmen, die integriert werden konnen, sind mit den Abmes- 
sungen der benutzten Platte verbunden. 

Falls es gewiinscht wird, kann auch der gleiche monolithische 
Aufbau einen oder mehreren P-, P + -Bereiche wie 5, 45 enthal- 
ten, die mit einem Potential verbunden . sind, das nicht grower 
ist als das Potential des Substrates 3 ist. Eine oder mehrere 
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Komponenten der Steuer- und Treibereinrichtung fur die zwei 
Arme der Brucke sind in den weiteren Bereichen auf genoitvmen . 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Integrierter Briickeneinrichtungsauf bau mit zumindest 
einem ersten (1) und einein zweiten (2) Briickenarm, wobei jeder 
Arm aus einem ersten diodengeschalteten vertikalen PNP- oder 
MOS-Transistor (Til, T21; Mil, M21) und aus einem zweiten 
diodengeschalteten vertikalen NPN-Transistor (T12, T22) , die 
in Reihe geschaltet sind, gebildet ist, 

einem N + -Substrat (3) , das einen positiven Potent ialausgabean- 
schluB (Kl) der Brucke bildet, einer N~-Epitaxieschicht (4) , 
die auf dem Substrat (3) gebildet ist f weiter mit seitlich mit 
einem Abstand voneinander angeordneten N-Epitaxiebereichen 
(19) einer N-Epitaxieschicht , die auf der N~-Epitaxieschicht 
(4) gebildet ist, und einem P-Typ-Bereich (5, 45; 6, 46) fur 
jeden Briickenarm (1; 2), wobei jeder P-Typ-Bereich einen U- 
formigen Querschnitt aufweist, der aus einem vergrabenen P-Be- 
reich (5; 6), der einen Basisbereich des vertikalen NPN-Tran- 
sistors darstellt, gebildet ist, und in der N~-Epitaxieschicht 
(4) zwischen den Epitaxiebereichen (19) gebildet ist und wei- 
ter aus P + -Flanken, die sich von der Oberflache der N-Epita- 
xieschicht bis zu dem vergrabenen P-Bereich (5; 6) erstrecken, 
gebildet ist, wobei jeder P-Typ-Bereich einen N-Bereich (7; 8) 
enthalt, der wiederum einen weiteren P-Bereich (9, 10), der 
einen negativen PotentialausgabeanschluB (Al) der Brucke bil- 
det, enthalt, 

wobei N ++ -Typ-Bereiche (11, 12) in einem ersten N-Epitaxiebe- 
reich (19) zwischen dem P-Typ-Bereich des ersten Briickenarmes 
(5, 45) und dem P-Typ-Bereich (6, 46) des zweiten Briickenarmes 
derart angeordnet sind, dafl die Stomverstarkung von jedem pa- 
rasitaren Transistor (TPla, TPlb) , die zwischen den P-Typ-Be- 
reichen (5, 45; 6, 46) und durch den ersten N-Epitaxiebereich 
(19) gebildet sind, minimiert wird. 
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2. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB zwei- 
te Bereiche (13, 14) des P- und P + -Typs, die jeweils den Rest- 
stromverlust von den parasitaren Transistoren (TPla, TPlb) 
zuriickgkwinnen, auch zwischen den P-Typ-Bereichen (5, 45; 6, 
46) vorhanden sind. 

3. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , da6 in 
dem N-Bereich (7, 8) , der innerhalb des P-Typ-Bereiches (5, 
45; 6, 46) von jedeia Arm (1, 2) enthalten ist, ein P-Bereich 
(15, 17) vorhanden 1st, der zum Reduzieren des in den P-Typ- 
Bereich (5, 45; 6, 46) eingegebenen Stromes derart fahig ist, 
daB die Effekte eines weiteren parasitaren Transistors (TP12; 
TP22), der eine in dem N-Bereich (7; 8), der zwischen den P + - 
Flanken (45, 46) enthalten ist, gebildete Basis, einen in der 
P + -Flanke gebildeten Kollektor und einen in dem weiteren P-Be- 
reich (9; 10), der mit dem negativen PotentialausgabeanschluB 
(Al) verbunden ist, gebildeten Emitter aufweist. 

4. Aufbau nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daB der 
vergrabene P-Bereich (5; 6) von jedem Arm«(l, 2) der Briicke 
stark dotiert ist-. 

5. Aufbau nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB zwi- 
schen dem vergrabenen P-Bereich (5, 45; 6, 46) und dem ober- 
halb liegenden N-Bereich (7; 8) von jedem Arm (1, 2) ein N + - 
Typ-Bereich (2 0; 21) angeordnet ist, der zur Reduzierung der 
vertikalen Komponente der Verstarkung des weiteren parasitaren 
Transistors (TP12 ; TP22) fahig ist, wobei der N + -Typ-Bereich 
(20, 21), der sich zu der Auf bauoberf lache der N~-Epitaxie- 
schicht in einem Paar von N +H "-Typ-Bereichen (16; 18) er- 
streckt, zur Reduzierung der seitlichen Komponenten der Ver- 
starkung des weiteren parasitaren Transistors (TP12; TP22) 
fahig ist, 

6. Aufbau nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB ein 
N + -Typ-Bereich (22; 23) innerhalb des weiteren P-Bereiches (9; 
10) , der mit dem negativen PotentialausgabeanschluB (Al) ver- 
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bunden ist, angeordnet ist, wobei der N + -Bereich und ein wei- 
terer P-Bereich (9, 22; 10, 23) zusammen mit dein unterhalb 
liegenden N + -Tpy-Bereich (20; 21) den Emitter, Basis und Kol- 
lektor eines Transistors mit vertikalem StromfluB, der fahig 
ist, den Umwandlungswirkungsgrad des ersten diodengeschalteten 
PNP-Transistors (Til; T21) von jedem Arm zu verbessern, dar- 
stellen. 

7. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daft der 
erste Transistor von jedem Arm (1, 2) ein MOS-Typ-Transistor 
(Mil; M21) mit einem vertikalen StromfluB und einem getrennten 
Drain ist, der aus einem Paar von Source Bereichen (24; 26) 
des N^-Typs, die in dem weiteren P-Bereich (9; 10), der mit 
dem negativen PotentialausgabeanschluB (Al) verbunden ist, 
eingebettet sind und N- und N + -Typ-Drain-Bereichen (25, 20; 
30, 21), die in den P-Typ-Bereichen (5, 45; 6, 46) enthalten 
sind, gebildet ist. 

8. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi er 
eine Mehrzahl von Armen so aufweist, daB eine Mehrphasenschal- 
tung gebildet wird. 

9. Aufbau nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daB er 
weiter P-, P + -Typ-Bereiche (5, ,45), die in den Epitaxieschich- 
ten (4, 19) gebildet sind und so angepaBt sind, daB sie mit 
einem Potential, das nicht groBer ist als das Potential des 
Substrates (3) , verbunden sind, so aufweist, daB die Komponen- 
ten einer Steuer- und Treibereinrichtung fur die zwei Arme (1, 
2) der Brucke aufgenommen werden. 



EP 91 830 513-7 
SGS-Tlrmsai MLcroel. 




tqv.ii 




DOCKET NO: G)Mf^UzJrJ^- 
SERIAL NO: m^SA^±--- g 
APPLICANT: CglSIS^^^ 



LERNER AND GREENBERG P. A. 

P.O. BOX 2480 X 
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022 
TEL (954) 925-1100 



